
JP 2008-228315 A5 2009.8.20

10
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月7日(2009.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一体型セラミック逆Ｆアンテナ（１００）であって、
　該アンテナは、
　誘電体セラミックブロック（１１０）の第１の側面、上面、第２の側面上の金属ストリ
ップとして該誘電体セラミックブロック（１１０）を覆うことにより、逆Ｆアンテナ構造
を形成するラジエータ（１０４）であって、該ラジエータ（１０４）は、該第１の側面を
覆いかつ下部に位置するカウンターポイズ（１０２）に接続されているラジエータ第１端
部（１０６）と、該第２の側面を覆うラジエータ第２端部（１０８）とを含む、ラジエー
タ（１０４）と、
　該誘電体セラミックブロック（１１０）の該第２の側面を覆い、該ラジエータ第２端部
（１０８）に隣接するバイアス電圧フィード（３００）と、
　該誘電体セラミックブロック（１１０）の該第２の側面上の該セラミックブロックの中
に埋め込まれ、該バイアス電圧フィード（３００）および該ラジエータ第２端部（１０８
）の一部の下部に位置する強誘電体”ＦＥ”材料ブロック（８００）であって、該ＦＥ材
料ブロック（８００）は、該ラジエータ（１０４）の該ラジエータ第２端部（１０８）と
該バイアス電圧フィード（３００）とを含む第１のキャパシタ端子を有する第１のチュー
ニング可能なＦＥギャップキャパシタを形成し、該第１のチューニング可能なＦＥギャッ
プキャパシタは、可変誘電率を有している、ＦＥ材料ブロック（８００）と、
　該第１の誘電体セラミックブロック（１１０）の該第２の側面上にあり、該バイアス電
圧フィード（３００）と該カウンターポイズ（１０２）との間に接続されているバイアス
電圧ブロッキングキャパシタ（３１０）と
　を含み、
　該バイアス電圧フィード（３００）は、電圧源から該第１のチューニング可能なＦＥギ
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ャップキャパシタに可変電圧を印加することにより、該第１のチューニング可能なＦＥギ
ャップキャパシタの可変誘電率を変化させ、
　該アンテナ（１００）は、該第１のチューニング可能なＦＥギャップキャパシタの比誘
電率に応答する周波数で共振する、一体型セラミック逆Ｆアンテナ（１００）。
【請求項２】
　前記アンテナ（１００）は、前記共振周波数から独立した所定のほぼ一定のゲインを有
する、請求項１に記載のアンテナ（１００）。
【請求項３】
　前記ラジエータ（１０４）は、金属インレイまたは金属層として形成されている、請求
項１に記載のアンテナ（１００）。
【請求項４】
　前記バイアス電圧フィード（３００）は、金属インレイまたは金属層として形成されて
いる、請求項１に記載のアンテナ（１００）。
【請求項５】
　前記バイアス電圧フィード（３００）に前記電圧を供給するための抵抗を含む、請求項
１に記載のアンテナ（１００）。
【請求項６】
　伝送線フィードは、前記ラジエータ（１０４）に接続されたトレースに半田付けされて
いる金属インレイまたは金属層として形成される、請求項１に記載のアンテナ（１００）
。
【請求項７】
　前記第１のチューニング可能なＦＥギャップキャパシタの前記ＦＥ材料ブロック（８０
０）は、固定定数の誘電体（４００）の層を覆うＦＥ誘電体（４０２）の第１の層を含む
、請求項１に記載のアンテナ（１００）。
【請求項８】
　前記第１のチューニング可能なＦＥギャップキャパシタの前記ＦＥ材料ブロック（８０
０）は、第１の固定定数の誘電体層（４００ａ）と第２の固定定数の誘電体層（４００ｂ
）との間の第１のＦＥ誘電体（４０２）を含む、請求項１に記載のアンテナ（１００）。
【請求項９】
　前記第１のチューニング可能なＦＥギャップキャパシタの前記ＦＥ材料ブロック（８０
０）は、固定定数の誘電体（４００）の層内に埋め込まれたＦＥ誘電体（４０２）の第１
の層を含む、請求項１に記載のアンテナ（１００）。
【請求項１０】
　前記バイアス電圧ブロッキングキャパシタ（３１０）は、第２のチューニング可能なＦ
Ｅキャパシタであり、
　前記バイアス電圧フィード（３００）は、該第２のチューニング可能なＦＥキャパシタ
（３１０）に電位を印加し、
　前記アンテナ（１００）は、前記第１のチューニング可能なＦＥギャップキャパシタの
第１の可変誘電率と組み合わせられた該第２のチューニング可能なＦＥキャパシタ（３１
０）の第２の可変誘電率に対する共振周波数で共振する、請求項１に記載のアンテナ（１
００）。
【請求項１１】
　前記第１のチューニング可能なＦＥキャパシタと前記ラジエータ（１０４）との組み合
わせは、前記共振周波数の波長の１／４波長の有効な電気的波長を有する、請求項１に記
載のアンテナ（１００）。
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